Lasertechnologie

im gate

m November 2002

wurde auf dem Gar-
chinger Forschungscampus
das Technologie- und Grin-
derzentrum gate fertigge-
stellt, eine Zukunftsschmie-
de fir junge High-Tech-Un-
ternehmen mit den Schwer-
punkten Mechatronik, Soft-
ware, Informations- und Kom-
munikationstechnologie. Als
eines der ersten Unterneh-
men hat die VertiLas GmbH
dort eigene BUro- und Labor-
raume bezogen.

VertiLas, gegrindet im
Dezember 2001 von Mitar-
beitern des Lehrstuhls fir
Halbleitertechnologie am
Walter-Schottky-Institut der
TUM in Garching, verfolgt -
auf der Basis einer mehr-
jahrigen erfolgreichen For-
schungstatigkeit am Lehr-
stuhl - Entwicklung, Produk-
tion und Vertrieb neuartiger
Halbleiterlaserdioden. Bei
den oberflachenemittieren-
den Lasern (VCSEL) im Wel-
lenlangenbereich von 1.3
bis 2 Mikrometer (um) ist
VertiLas Technologiefthrer
auf dem Weltmarkt.

Langwellige VCSEL bil-
den, so die einhellige Exper-
tenmeinung, eine Kernkom-
ponente zuklnftiger faser-
optischer Kommunikations-
netzwerke. Erst durch sie
werden die viel zitierten »fi-
ber to the home«-Plane mog-
lich. Den Erfolg dieser La-
ser-Bauform belegt bereits
heute die rasche Verbrei-
tung von Lasern mit Wellen-
langen unter 1 uym. Fur die
meisten kommenden An-
wendungen auf dem Gebiet

VertilLas

faseroptischer Kommunika-
tionsnetzwerke sind diese
Komponenten allerdings
nicht geeignet. Neben dem
wachsenden Bedarf in der
optischen Kommunikation
besteht flr die langwelligen
Produkte der VertiLas GmbH
auch in Gassensorik und op-
tischer Messtechnik ein
enormes Einsatzpotenzial.
Mit der Realisierung des
neuartigen BTJ-VCSEL-Kon-
zepts (Buried Tunnel Junc-
tion - vertical-cavity surface-
emitting laser diodes) durch
VertiLas-Mitarbeiter gab es
einen entscheidenden Durch-
bruch (s. TUM-Mitteilungen
1-01/02, S. 37 f.). Die Ergeb-
nisse dieser Arbeiten sto-
Ren weltweit auf groRRes In-
teresse und haben bereits
zu einer Vielzahl von Kun-
denanfragen geflihrt. Diese
Resonanz versetzt VertiLas
in eine sehr aussichtsreiche
Startposition.

»Die Maoglichkeiten am
gate Garching mit seiner
vielfaltigen Infrastruktur so-
wie der Einbettung in ein
ausgewiesenes Grinder-
netzwerk bilden den idealen
Néhrboden fir ein High-
Tech-Startup«, sagt Dr. Mar-
kus Ortsiefer, einer der Ver-
tiLas-Grinder. »Die unmit-
telbare Nachbarschaft zur
Forschungswelt und der
Kontakt zu weiteren Start-
up-Unternehmen  koénnen
fir Kooperationen und Syn-
ergien genutzt werden und
bieten einen betrachtlichen
Standortvorteil.« Neben den
Raumen und der optimalen
Infrastruktur verflgt das
Garchinger gate auch Uber
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eine Versuchs- und Produktionshalle - ideale Voraussetzung
besonders fir Firmen aus dem produzierenden Gewerbe
wie die VertiLas GmbH. Die vergleichsweise glnstigen
Konditionen am gate erlauben gerade jungen Unternehmen
der Hochtechnologie einen gréfReren Spielraum und fordern
einen chancenreichen Start in die erfolgreiche unternehme-
rische Entwicklung.

VertiLas GmbH

Kontakt:
www.vertilas.com

Broschiire
»Zukunftskonferenz Umweltwissenschaften«
erschienen

Zukunftskonferenz
Umwethissenﬁchaﬂen

Im Januar 2002 hat die Zukunftskonferenz Umweltwissenschaften
der TUM 64 Experten - je zur Halfte von der TUM und aus dem
Ausland - zusammengefiihrt, um konkrete Forschungsfragen und
interdisziplinare Schnittpunkte fiir die Umweltwissenschaften zu
identifizieren. Naturwissenschaftler, Mediziner, Ingenieure und Pla-
nungswissenschaftler befassten sich mit den Themenschwerpunk-
ten Umwelt und Gesundheit, Umwelt und Technik, Umwelt und
Ressourcen sowie Umwelt und Raum/Landnutzung. Ergebnis der
Zukunftskonferenz sind zahlreiche Ideen fiir facheriibergreifende
Forschungsprojekte. Diese will die Fachkommission Umweltwis-
senschaften der TUM in einem offenen Dialog innerhalb der Hoch-
schule diskutieren und schlieBlich konkret umzusetzen. Dazu liegt
jetzt die 48-seitige Broschiire »Zukunftskonferenz Umweltwissen-
schaften« vor, in der die Ergebnisse der Diskussionsrunden
zusammengefasst sind. Die Broschiire kann beim Referat Presse &
Kommunikation Wissenschaftszentrum Weihenstephan angefor-
dert werden; E-Mail: Presse@wzw.tum.de
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